具体实施方式

下述非限制性具体实例。

        实例1

        90℃下将2l浓度为2mol/l的碳酸铵溶液连续引入2l浓度为2mol/l的硫酸镁溶液中。羟基碳酸镁沉淀出来;过滤后用去离子水洗涤。

        将该羟基碳酸镁悬浮于水中，250g/l，在高压釜中搅拌，但不加压。向悬浮液中鼓入CO2气，历时15分钟。

        200℃和15巴下蒸压5小时即得纯MgCO3晶体（菱镁矿），易于过滤和用去离子水洗涤。该菱镁矿为按三角晶系结晶的多面体形态。所得晶体平均粒径为10μm左右（电子显微分析测定粒度）。

        所得碳酸镁按以下程序氟化：将1000g含H2O达45%的MgCO3悬浮于1000g水中并将其加热到70℃;同时制取11浓度为15mol/l的HF含氟溶液并加热到80℃。

        MgCO3悬浮液引入含氟溶液之中;熟化30分钟后，悬浮液过滤后用去离子水洗涤。

        收集到450g氟化镁晶体，具有初始碳酸镁的形态和粒度。X衍射分析定量证实氟化反应程度。来自MgCO3母体的MgF2雏晶粒径为40nm左右，这与来自羟基碳酸镁母体的雏晶的平均粒径9nm形成对比。所得产品雏晶在四角晶格中结晶，晶格参数如下：a＝0.46381±0.00006nm，而c＝0.30441±0.00006nm。

        表观密度为0.69。

        实例2

        羟基碳酸镁按上述实例合成。CO2气体鼓泡后浓度为500g/l的水悬浮液于200℃和15巴下蒸压5小时。得到纯MgCO3晶体，其平均粒径为2um左右（按实例1确定粒度）。

        该低粒度母体按实例1程序进行氟化。得到同于实例1的MgF2，粒度近于（2μm）。

        实例3

        羟基碳酸镁的合成同于实例1;然后在碳酸钠溶液中按以下比例制成悬浮液：

        将1200g湿度80%的羟基碳酸镁放入11浓度为1mol/l的Na2CO3溶液中。200℃和15巴下蒸压5小时即得195g碳酸镁。所得晶体用去离子水洗涤后按实例1进行氟化操作。所得氟化镁粒度和形态特性同于实例1。

        实例4

        羟基碳酸镁合成同于前述，然后按同于实例3的比例在碳酸铵溶液中制成悬浮液。200℃和20巴下蒸压5小时可得190gMgCO3晶体，其特性类似于实例1。氟化操作方式同于前述实例。

        当然，本发明不仅限于上述作为实例说明的实施方案。特别是本发明还包括所述实施方案的各种相似方案以及其组合方案，只要包括在权利要求书所述保护范围内就属于本发明。

